
























































专利名称(译) 薄膜晶体管、使用其的液晶显示器、以及其制造方法
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其他公开文献 CN1655039A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

位于栅极电极上用来形成在源极电极和漏极电极之间的沟道区域的半导
体膜具有比位于栅极电极上的源极电极的宽度和漏极电极的宽度宽的宽
度。在沟道区中的两边部分上的半导体膜的宽度方向上形成了不规则。
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